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Repaso

Juntura semiconductora p-n: Equilibrio térmico
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Repaso

Juntura semiconductora p-n: Potencial externo
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Transistor y pozos cuanticos

Transistor de efecto de campo (MOSFET) Pozos cuanticos
Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador. GaAs y AlAs son semiconductores de gap
X CompuerE:\ Compuerta directo con EG¢%4S = 1.4 eV y FAWAS = 97 a\/
VC =0 . VC > VUmbral_ . g . 9 . .
Fuente Vietal Drenaje FUENtE ey Drenaje Aleaciones Al,Ga,_,As tienen E; intermedios.
Sonaie I Yonaie Sonaie n Canal conductor o naie —»>Heteroestructuras de Al,Ga; ,As/GaAs/Al,Ga, ,As
v pueden formar pozos cuanticos.
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Al aumentar V- por encima de V,,,,5rq1, S€a crea un canal  Utilizando Al,Ga,_ As tipo n(p), e*(h*) “caen”
de conduccion, cuyo tamano (y resistencia) depende de V.. al pozo creando un gas bidimensional de e-(h™).



Magnetismo

Magnetismo localizado
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Magnetismo

Magnetismo itinerante: Orden magnético a campo nulo
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Magnetismo

Magnetismo itinerante: Orden magnético a campo nulo
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Magnetismo

Magnetismo en la tabla periodica
Considerando todas las contribuciones, se obtiene un comportamiento dominante.
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